Celem tego projektu jest zbadanie struktury pasmowej, rozktadu pdél elektrycznych oraz wiasciwosci optycznych
szerokoprzerowych potprzewodnikoéw nalezacych od azotkéw grupy 1 (111-N) takich jak GaN, AIN, BN oraz ich stopow.
Materiaty tego typu znajduja zastosowania badz s bardzo atrakcyjnymi kandydatami do budowy tranzystoréw typu HEMT (high
electron mobility transistor) oraz zrédet promieniowania UV takich jak diody elektroluminescencyjne czy lasery. Z uwagi nha
bardzo duzg ruchliwo$¢ nosnikéw, wysokie napiecia przebicia oraz szerokg przerwe energetyczng, tranzystory bazujace na
azotkach grupy Il wykazujg wiele zalet w stosunku do tranzystordw bazujacych na technologii krzemowej czy innych
potprzewodnikach z grupy HI-V. Do gtéwnych zalet nalezg wyzsza czestotliwosci pracy, wysokie napiecia pracy oraz duza
impedancja. Sprawia to, ze tranzystory te Swietnie nadajg sie do zastosowan jako przetaczniki wysokiej mocy oraz wzmacniacze.
Dodatkowo z uwagi na fakt, iz materiaty 111-N wykazuja silng piezoelektryczno$¢ oferuja one mozliwosci projektowania urzadzen
0 wiasnosciach nie osiggalnych przez tranzystory bazujace na Si lub GaAs. Tranzystory HEMT oparte na GaN charakteryzuja sie
0 co najmniej jeden rzad wielkosci wyzsza gestoscig mocy i efektywnoscig niz analogiczne urzadzenia oparte na Si oraz GaAs.
Pozwala to na 10-krotng redukcje rozmiaréw elementéw elektronicznych przy tej samej mocy wyjsciowej. Nalezy réwniez
zwréci¢ uwage na wysoka odpornosé chemiczng i termiczng krysztatow GaN i AIN. Sprawia to, ze tranzystory tego typu sg
bardzo obiecujace z punktu widzenia zastosowan pracy w wysokich temperaturach czy silnego promieniowania, gdzie tranzystory
bazujace na innych materiatach ulegty by uszkodzeniu.

Z uwagi na duzg warto$¢ przerwy energetycznej materiatow takich jak GaN (~3.4eV) oraz AIN (~6eV), sg one réwniez
interesujagcymi kandydatami do wytwarzania potprzewodnikowych zrddet Swiatta w zakresie UV. Promieniowanie z tego zakresu
znajduje wiele zastosowan, miedzy innymi w dezynfekcji, oczyszczaniu wody czy innych zastosowaniach biomedycznych.
Obecnie dostepne sg Zrddta tego typu promieniowania lecz sa one z reguty bardzo duze oraz mato wydajne. W przeciwienstwie do
nich zrodla Swiatla bazujace na pdtprzewodnikach sg bardzo mate (element aktywny diody moze mieé wymiary duzo ponizej
1mm), cechuja sie duza sprawno$cig oraz tatwoscia zasilania. Sprawia to, ze w wielu wypadkach to wiasnie Zrodia
potprzewodnikowe sg najbardziej pozadanymi zrodtami Swiatta. Niestety w przypadku zakresu UV, a szczeg6lnie gtebokiego UV
potprzewodnikowe Zrodta Swiatta sg wcigz na etapie badan laboratoryjnych.

Aby usprawnié¢ dziatania tych przyrzaddw konieczna jest znajomo$¢ podstawowych parametréw opisujacych materiaty GaN, AIN
czy BN jak i ich heterostruktur. Badania zrealizowane w ramach tego projektu pozwolg na wyznaczenie tych parametréow, co
pozwoli na lepsze zrozumienie pracy urzadzen bazujacych na tych materiatach, a w przysztoSci moze przyczyni¢ sie¢ do ich
usprawnienia.



